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1 	 T 196/85 

Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die am 31. August 1978 angemeldete europäische Patentan- 

meldung 78 100 799.2 ist zunchst am 26. November 1980 von 

der PrUfungsabteilung zurUckgewiesen worden. un Rahnien 

einer ersten, am 15. Dezember 1980 eingegangenen Beschwerde 

der derzeitigen Beschwerdefihrerin hat die Kamzner die ge-

nannte Patentanmeldung am 14. Dezember 1981 an die Vorin-

stanz mit der Auflage zurUckverwiesen, ein Patent mit ani 

6. November 1981 neu eingereichten AnsprUchen 1 bis 7 zu 

erteilen. Das europäische Patent 0 001 549 ist am 

1. September 1982 auf die genannte Patentanineldung erteilt 

worden. 

Der einzige unabhngige Patentanspruch 1 lautet: 

1. Verfahren zur Herstellung einer lichtempfindlichen, 

elektrisch aufladbaren 0berf1chenschicht auf einer Druck- 

- trommel fUr elektrostatische Fotokopierverfahren, dadurch 

gekennzeichnet, dal3 in ein evakuierbares GefäI eine 

Siliziuin und Wasserstoff enthaltende gasförmige Verbindung 

eingeleitet wird, daB eine Niederdruck-Glimmentladung 

zwischen der im Innern des Gefäl3es befindlichen, zu be- 

schichtenden Drucktrommel und einer dazu konzentrisch 

angeordneten Gegenelektrode aufrechterhalten wird, so daB 

sich unter der Einwirkung des Gliminentladungsplasmas die 

Siliziuin und Wasserstoff enthaltende gasförmige Verbindung 

unter Abscheidung von amorphem Siliziuin auf der Druck- 

trornmel zersetzt und daB whrend der Abscheidung die 

Oberfláche der Drucktrommel auf einer Temperatur von 200 

bis 300 ° C gehalten wird. 

Die AnsprUche 2 bis 7 sind von Anspruch 1 abhngig. 
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2 	 T196/85 

* 	
II. 	Gegen die Patenterteilung legten die jetzigen fUnf 

Beschwerdegegnerinnefl wegen mangelnder erfinderischer 

Ttigkeit sowie teilweise auch wegen mangeinder Neuheit 

(Einsprechende: 0c-Neder1and B.V., Almagrange Ltd.) 

Einsprüche em. Sie stUtzten sich dabei im laufe des 

EinspruchsverfahreflS auf insgesamt 38 Veröffentlichungen 

(zwei weitere wurden von der BeschwerdefUhrerin genannt), 

von denen zuletzt noch die folgenden eine Rolle spielten: 

3. 	Journal of the Electrochemical Society: Solid State 

Science, 1969, Vol. 116, No. 1, Seiten 77 - 81 

(Ikument D3); 

6a. C.I.V. Roberts: "Electrophotography" Published by the 

yal Photographic Society of Great Britain 1980, 

Seiten 231 - 241, and the "Preface 1' (Dokument D6a); 

11. The Journal of Photographic Science, May/June 1977, 

Vol. 25, No. 3, Seiten 127, 128 (Dokument Dli); 

22. J.H. Dessauer and H.E. Clark: "Xerography and Related 

Processes", The Focal Press, London and New York 1965, 

Seite 65 (kument D22); 

28. Journal "Surface", July 1972, Vol. 10, No. 7, Seiten 

406-416 mit der am 31.05.1983 eingegangenen Uber- 

setzung Seiten 1 - 9 (Dokuinent D28); 

38. Thin Solid Films, 1973, Vol. 17, Seiten 223 - 229 

(Dokument D38); 

39. W.E. Spear: "Amorphous and Liquid Semiconductors" 

Proceedings of the Seventh International Conference on 

Amorphous and Liquid Semiconductors, Edinburgh, June 

27 - July 1, 1977, published by Centre for Industrial 

Consultancy and Liaison, University of Edinburgh, 

1977, Seiten 309 - 322 (Ixkument D39); 

40. R.M. Schaffert: "Electrophotography", The Focal Press, 

London and New York 1965, Seite 206 (Dokument D40). 

Desweiteren hat die Einsprechende Almagrange Ltd. em 
erstes von R.M. Schaffert sowie ein zweites von P.G. 
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3 	 T 196/85 

Lecomber unterzeichnetes Affidavit eingereicht. Ferner 

haben die Einsprechenden Minolta und Canon ihre Mei3werte 

des Dunkeiwiderstands in von ihnen nach dem Verfahren gemäl3 

Anspruch 1 hergesteliten Schicflten vorgelegt. (Minolta-

Canon-Mei3daten). 

Die Bescnwerdefhrerin (Patentinhaberin) grUndete whrend 

des Einspruchsverfahrens ihre gegenteilige Auffassung unter 

anderem auf folgende Dokumente: 

36. J.H. Dessauer und H.E. Clark: "Xerograpny and Related 

Processes", The Focal Press, London und New York, 

1965, Seiten 97 - 101 (Dokument D36); 

37. J. Mort and D.M. Pai: "Photoconductivity and Related 

Phenomena", Elsevier Scientific Publishing Company, 

Amsterdam-Oxford-New York, 1976, Seiten 458 - 469. 

Ferner hat sie eigene Mel3werte des Dunkelwiderstandes in 

von ihr nach dem Verfahren gemäl3 Anspruch 1 hergesteilten 

Schichten im Vergleich mit Werten aus Dokument D3, Fig. 3, 

eingereicht (Siemens-Mel3daten). 

In ihrer Entscheidung vom 30. Mai 1985 hat die Einspruchs-

abteilung das Patent widerrufen und in ihrer BegrUndung 

ausgefUhrt, daB das Verfahren nach Anspruch 1. insbesondere 

im Hinblick auf die Dokumente D28, D38, D3 und D39 in Ver-

bindung mit dem aligemeinen Fachwissen nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

III. Gegen diese Ebtscheidung hat die BeschwerdefUhrerin 

(Patentinhaberin) am 25. Juli 1985 unter rechtzeitiger 

Zahiung der BeschwerdegebUhr Beschwerde erhoben und diese 

in einein am 29. August 1985 eingegangenen Schriftsatz 

begrUndet. Sie beantragt, die angefochtene Entscheidung 

aufzuheben und das Patent in vollem Umfang aufrechtzu- 
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4 	 T196/85 

erhalten. In ihre Argumente für das Vorliegen einer er-

finderischen 'lätigkeit bezog sie noch folgende 1kumente 

mit em: 

371• vie Ikument D 37, jedoch Seiten 6-8 (Dokument D37 1 ); 

40'. Wie Ikument D 40, jedoch Seiten 27, 321, 388; 

sowie die nachvefóffentlichten Dokumente: 

41. DE-A-2 855 718 (Dokument D41); 

42. Y. Hamakawa: "Amorphous Semiconductor Technologies and 

Devices", North Ibliand, Amsterdam-New York-Oxford, 

1982, Seiten 311-325 (Dokument D42); 

43. I. Shimizu: "Problems in a-Si Photoelectric Devices; 

Photoreceptor and Vidicon"; Materials Research Society 

Spring Meeting, San Francisco, 1985, Paper F.5.1. 

(Dokument D43). 

IV. 	Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende) beantragen die 

- ZurUckweisung.der Beschwerde, wobei die Einsprechende 

Standard Electrik Lorenz nochauf folgendes Dokument 

hinwies: 

44. US-A-3 285 740 (Dokument D44). 

V. 	In einer Mitteilung des Berichterstatters gemäL Artikel 11, 

Absatz 2 der Verfahrensordnung der Beschwerdekaxnmern wurde 

noch das lbkument: 

36'. 1'ie Dokument D 36, jedoch Seiten 93 - 97 (Dokument D 

36') 

in das Verfahren eingefihrt, aus dem es über den Oberbe-

griff des Anspruchs 1 und den im Streitpatent, Spalte 1, 

Zeilen 6 - 23 dargelegten allgemeinen Stand der Technik 

hinaus bekannt ist, whrend der Abscheidung (der lichtem-

pflindlichen und elektrisch aufladbaren Oberf1chenschicht 
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5 	 ¶1 196/85 

in amorpher Form direkt auf der Drucktrommel) die Druck-

trommel auf einer er)ióhten Temperatur zu halten. Im Hin-

buck auf die von der Beschwerdeführerifl geltend gemachten 

Argumente wurde auf Tatsachen verwiesen, die aus den 

Jkumenten D22, D28 und D40 bekannt sind. Ferner wurden 

schwerwiegende Umstnde mitgeteilt, die mbglicherweise dazu 

fiihren könnten, das Verfahren nach Anspruch 1 insbesondere 

gegenber den 1kuxnenten D36', D38, in Verbindung nit dem 

hierin zitierten Dokument D3, und D39 als naheliegend 

anzusehen. 

VI. In der inindlichen Verhandlung am 29. September 1987 hielten 

die Parteien ihre ursprUnglichen Antr9ge aufrecht. 

VII. Die Beschwerdefáhrerin (Patentinhaberin) stitzte ihren 

Antrag imwesentlichen auf folgende in ihren Beschwerde-

schrift&ãtzen und während der mtzndlichen Verhandlung 

vorgetragenen Argumente: 

a) Der durch die Dokumente D6a und Dli nachgewiesene 

sachliche Inhalt des mUndlichen Standes der Technik 

gemI dem Vortrag von Lecomber et al. auf der Konferenz 

für Elektrophotographie in Cambridge von 12. bis 

17. September 1976 zeige, da( nur auf die Photoleit-

fàhigkeit von amorphem Silizium (a-Si) und damit auf 

seine Verwendbarkeit in Solarzellen eingegangen worden 

sei. Es fehie jeglicher explizite Hinweis auf die Ver-

wendbarkeit von a-Si in elektrostatischen Fotokopierver-

fahren. 	rUberhinaus gehe aus der Fig. 4 des Ikuments 

D6a eindeutig hervor, da( im p-Dotierungsbereich mit 

hinreichend grofen Dunkelwiderstànden die Photoleit-

fhigkeit weit unterhaib der fir elektrostatisches Foto-

kopieren notwendigen Quantenausbeute von 50 % liege. 

03466 	 .../... 



6 	 T 196/85 

• 	 b) Der explizite Hinweis auf die Verwendbarkeit von a-Si 

für elektrostatisches Fotokopieren bei einem hinreichend 

kleinen Dunkeiwiderstand in Dokument D38, Seite 228, 

Absatz 2 sei eine rein spekulative Zukunftsaussage ohne 

jegliche konkrete technische Lhre. 

c) Der aus Fig. 3 des Dokuments D3 bekannte Dunkeiwider-

stand von a-Si im Bereich von für eine Photo1eitfnig-

keit ausreichenden Abscheidungstemperaturen zwischen 

200 °C und 300 °C sei mit Ca. 10 9  Ohm • cm urn drei Gröl3en-

ordnungen für elektrostatische Fotokopierverfahren zu 

klein und Uberdies mit einer urn den Faktor 	zu 

kleinen Feldstärke gemessen worden. Der in D3 auf Seite 

78, rechte Spalte, Absatz 5 angegebene MeI3wert von 

2,5 x 1014  Ohmcm beziehe sich auf eine bei 21 ° C 

abgeschiedene Schicht, bei der die Photoleitfähigkeit 

für ein elektrostatisches Fotokopierverfahren nicht 

ausreiche. Ferner sei der Feidverlauf bei der in 

Dokument D3 angewandten induktiven Abscheidung anders 

als bei der kapazitiven Abscheidung gemäl3 dem Verfahren 

nach Anspruch 1. 

d) Die aus Dokument D40 bekannten, gegenUber einer Kontakt-

elektroderimessung urn einen Faktor 10 3  hbheren Me3werte 

bei einer Dunkeiwiderstandsermittlung Uber den Abfall 

des Oberflächenpotentials. seien nicht von amorphem Selen 

auf amorphes Silizium Ubertragbar. Wie auch Dokument 

D37', Seite 8, Absatz 2 entnehinbar ist, erwarte der 

Fachmann bei einem a-Si-Metall-Kontakt keinen inji-

zierenden sondern vielmehr einen sperrenden ijbergang, so 

daI3 bei einer Messung an a-Si die Kontaktelektroden-

Me3methode den höchstmöglichen Dunkelwiderstandswert 

liefere. 

03466 	 S..,... 



7 	 T 196/85 

e) Die aus 1kument P39, Seite 311, letzter Absatz bekannte 

Eignung der kapazitiven Plasmaentladung fifr eine groB-

f1chige Abscheidung von a-Si sei nur in Zusanunenhang 

mit der Photoleitfähigkeit zu erwarten. Uberdies wUrden 

die Vorteile der kapazitiven Abscheidung von a-Si in 

Dokument D39, auf Seite 312, Absatz 1 wieder ange-

zweifeit. Darilberhinaus fehie in Dokurnent D39 - wie 

auch in alien anderen im Verfahren genannten Druck-

schriften - jeglicher Hinweis auf eine konzentrische 

Anordnung mit einer zyiindrischen Elektrode. 

f) Desgleichen gebe der Stand der Technik keinerlei nre-

gung, in die abgeschiedene a-Si-Schicht eine genUgende 

Menge von Wasserstoff einzubauen. 

g) Beweisanzeichen für das Vorliegen einer erfinderischen 

Ttigkeit seien ferner folgende Umstnde: Zum Nachweis 

mangeinder erfinderischer Thtigkeit wUrde eine sehr 

groe Anzahl von Dokuinenten in Verbindung gebracht 

werden mUssen. In dem nachveröffentiichten Dokuxnent D41 

sei die Eignung von a-Si für ein elektrostatisches Foto-

kopierverfahren als •überraschend bezeichnet worden, ohne 

die VorzUge der kapazitiveri Entiadung zu erwhnen. In 

dem nachverôffentlichten Dokuinent D42 werde in der 

Bereitsteilung von ainorphem Silizium mit eingelagertem 

Wasserstoff ein für elektrostatische Fotokopierverfahren 

bedeutender Entwickiungsschritt gesehen. In dem nachver-

öffentlichten Dokuinent D43 beginne die Darstellung der 

Entwickiungsgeschichte der a-Si-Schichten für elektro-

statische Fotokopierer mit einem Hinweis auf das Streit-

patent. 

VIII. Die Beschwerdegegnerinflefl (Einsprechende) trugen im wesent-

lichen folgendes vor: 

03466 	 .../... 



8 	 T 196/85 

a) Die aus den Jkuinenten D36' und D6a bekannten MaBnahmen 

wUrden - allenfalls noch unter zusatzlicher Berflck-

sichtigung des Dokuments D39 - in naheliegender Weise 

zuxn Verfahren nach Anspruch 1 fthren. Die in Figur 3 und 

4 des Ixkuments D6a angegebenen Mel3werte für dotiertes 

a-Si seien für den Fachmann kein Hinderungsgrund, a-Si 

in einem elektrostatischen Fotokopierverfahren zu ver-

wenden, da auch die Lehre des Streitpatents Dotierungen 

umfasse, was aus Anspruch 5 ersichtlich sei. Wie bereits 

der Titel der Konferenz zeige, wandten sich die 1976 in 

Cambridge gehaltenen Vortrge eindeutig an den Fachinann 

für Elektrophotographie und steliten a-Si als eine für 

elektrostatisches Fotokopieren mBglicherweise geeignete 

Substanz vor, so daB zumindest Versuche mit a-Si 

nahegelegt wUrden. 

b) Der in Dokument D38, Seite 228, Absatz 2, enthaltene 

Hinweis, daB für eine Verwendung von a-Si 'in einem 

elektrostatischen Fotokopierverfahren noch seine lait-

fhigkeit herabzusetzen sei, beziehe sich auf die in 

diesem Dokument ausschliel3lich erörterte Absctieidungsart 

durch Aufdainpfen, vgl. S. 227, Absatz 2. Das Zitat des 

Dokuments D3 hinter den Worten "if a can be reduced 

sufficiently" (Seite 228, Absatz 2) interpretiere em 

Fachmann dahingehend, daB der Autor des Dokuments D38 

die in Dokument D3 veröffentlichten Werte des Dunkel-

widerstands als für die Elektrophotographie hinreichend 

ansehe. Damit sei durch das Dokument D38 ein kiarer 

Vorschlag gemacht, Uber die Plasmazersetzung in einer 

Gasentladung abgeschiedenes a-Si in einem elektro-

statischen Fotokopierverfahren zu verwenden. 

c) Aufgrund der unterschiedlichen Mef3werte des 

Dunkeiwiderstandes einer unter gleichen Bedingungen 

hergesteliten a-Si-Schicht mit parallel voneinander 
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9 	 T 196/85 

beabstandeten Elektroden und mit Sandwichelektroden in 

Dokurnent D3, Seite 78, rechte Spalte, Absatz 4 und 5 

erkenne der Fachmann auch die in Fig. 3 veröffentlichten 

Werte des Dunkeiwiderstandes als von der Me3methode 

abhängig. Der auf Seite 78, rechte Spalte, Absatz 5 

angegebene Mel3wert des Dunkeiwiderstands von 2,5x10 14  

Ohmcm sei urn den Faktor 10 2  gröl3er als der von der 

Fachwelt aligemein geforderte Mindestwert und weise 

somit direkt auf die Eignung des in der Gasentladung 

abgeschiedenen a-Si für ein elektrostatisches Foto-

kopierverfahren hin. 

d) Dokurnent D40 gebe dem Fachniann die von der zu messenden 

Substanz unabhngige Lehre, daB eine Kontaktelektroden-

messung gegenUber einer Potent ialabfal lmes sung Stör-

effekte aufweise, die zu sehr viel kleineren Mel3werten 

des Dunkeiwiderstandes fUhre. Die von der Beschwerde-

fUhrerin vorgetragene Auffassung, daB der Fachmann bei 

einer Kontaktelektrodenznessung an Silizium die höchst-

inbglichen MeBwerte des Dunkeiwiderstandes erwarte, stehe 

im Widerspruch zu ihren anderen Argumenten. Insbesondere 

widerspreche sie dem Argument der BeschwerdefUhrerin, 

die Kontakte lektrodenmes sung an den von den Einsprechen-

den Minolta und Canon nach der Lehre des Streitpatents 

hergesteliten Sc -iichten sei der Grund, daB die von der 

Beschwerdefilhrerin geinessenen Dunkelwiderstandswerte 

nicht nachgearbeitet werden konnten. Jedenfalls zeige 

der Vergleich der Canon-Minolta-MeBdaten mit den aus 

Dokument D3 bekannten MeBdaten, die alle auf die gleiche 

Weise mit Kontaktelektroden geinessen wurden, daB die 

Abscheidung von a-Si durch Plasmazersetzung in einer 

Gasentladung mit kapazitiver Energieeinkopplung zu 

identischen Dunkelwiderstandswerten fUhre wie in einer 

Gasentladung mit induktiver Energieeinkopplung. Hingegen 

seien die Siemens-MeBdaten mit den aus Dokument D3 be- 
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10 	 T 196/85 

kannten Mei3daten aufgrund der unterschiedlichen Me13-

methode nicht vergleichbar und damit kein experi-

menteller Nachweis, daB die Abscheidung von a-Si in 

einer kapazitiven Gasentladung zu höheren Dunkeiwider-

standswerten fiihre als in einer induktiven Gasent-

ladung. 

e) Dokurnent D39 umfasse alle Uber Dokuxnent D36' hinaus-

gehenden technischen Mal3nahrnen des Verfahrens nach 

Anspruch 1 des Streitpatents, aul3er der nderung der 

Geometrie. Die Verwendung einer (zylindrischen) Elek-

trode konzentrisch zu einer Drucktrommel sei aber der 

einzige technisch rnbgliche Weg, eine diese Drucktromrnel 

umfassende Gasentladung zu erzeugen, urn a-Si auf ihr 

abzuscheiden. Diese Anpassung der Lehre des Dokuments 

D39 von einer planen an eine zylindrische Abscheidungs-

fläche liege irn Rahrnen des normalen fachniännischen 

Könnens und setze keine erfinderische Thtigkeit voraus. 

Ent8cheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde genUgt den Vorsckiriften der Artikel 106 bis 

108 und der Regel 64 EPU. Sie ist daher zulssig. 

2. In formeller Hinsicht ist der unverändert aufrecht 

gehaltene veröffentlichte Anspruch 1 des Streitpatents 

nicht zu beanstanden. Sein sachlicher Inhalt ist durch die 

ursprüngliche Of fenbarung im Hinblick auf Artikel 123 (2) 

EPU gedeckt. 

3. Keines der zu berUcksichtigenden vorveröffentlichten 

Dokurnente beschreibt ein Verfahren zur Herstellung einer 

lichtempfindlichen, elektrisch aufladbaren Oberflächen-

schicht auf einer Drucktromrnel für elektrostatische Foto-

kopierverfahren, bei dem sich eine Siliziurn und Wasserstoff 
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11 	 T 196/85 

enthaltende gasförmige Verbindung durch Einwirkung eines 

Glimmentladungsplasmas unter Abscheidung von a-Si auf der 

Drucktrommel zersetzt. Bei den aus den Dokumenten D22, D28, 

D36' und D40 bekannten Verfahren wird ainorphes Selen, nicht 

Silizium auf der Drucktrommel des Fotokopierérs abge-

schieden. Bei den aus den Dokumenten D3, D38 und D39 be-

kannten Abscheidungsverfahren von a-Si ist die Abschei-

dungsfläche keine Oberf1che einer Drucktrommel für 

elektrostatische Fotokopierverfahren. Die Ubrigen im Ver-

fahren befindlichen oder im Recherchenbericht genannten 

Druckschriften liegen vom Verfahren des Streitpatents 

weiter ab und können deshalb bei der Beurteilung der 

Neuheit unberUcksichtigt bleiben. Das Verfahren nach 

Anspruch 1 ist somit neu. 

4. 	Im Folgenden ist zu erörtern, ob das Verfahren nach 

Anspruch 1 auf einer erfinderischen Ttigkeit beruht. 

4.1 - Ausgehend von Dokuinent D36 ist die dem Streitpatent zu-

grundeliegende Aufgabe objektiv darin erkennbar, die beim 

Stand der Technik aus Selen bestehende Oberf1chenschicht 

der Drucktrornmel eines elektrostatischen Fotokopierers 

durch eine cberflächenschicht aus einem anderen Material zu 

ersetzen, das eine hohe Lichtempfindlichkeit, einen Dunkel-

widerstand ' 1012 Ohm cm sowie eine für das Kopieren aus-

reichende Abriebfestigkeit aufweist und ermUdungsfrei ar-

beitet; vgl. auch das Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 24 bis 

41. Die an das Oberf1ächerunaterial der Drucktronuuel eines 

elektrostatischen Fotokopierers zu stellenden Forderungen 

einer hohen Lichtempfindlichkeit und einer ausreichenden 

Abriebfestigkeit sind aus Dokument D22 und die Notwendig-

keit eines Dunkeiwiderstands 1012  Ohm cm aus Dokument 

D28 bekannt. Die Forderung der ErmUdungsfreiheit erscheint 

der Kammer als glatte Selbstverstnd1icflkeit. Somit liefert 
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die Aufgabenstellung keinen Hinweis für das Vorliegen einer 

erfinderischen Ttigkeit. 

4.2 Zur Il5sung dieser Aufgabe hat der Fachmann gemá3 der Ihre 

des Anspruchs 1 des Streitpatents das aus Dokument D36 

bekannte Verfahren derart abzuwandeln, dal3 das Aufdampfen 

von amorphem Selen durcn die Abscheidung von a-Si mit Hilfe 

der nachstehenden Mal3nahmegruppen ersetzt wird: 

a) daB in ein evakuierbares Gefäl3 eine Silizium und Wasser-

stoff enthaltende Verbindung eingeleitet wird daB eine 

Niederdruck-Glimmentladuflg aufrechterhalten wird, so daB 

sich unter der Einwirkung des Glimmentladungsplasmas die 

Siliziurn und Wasserstoff enthaltende gasförinige Verbin-

dung unter Abscheidung von a-Si zersetzt; 

b) daB während der Abscheidung die Oberfläche der Druck-

trornmel aufeiner Temperatur von 200 bis 300 °  C gehalten 

- 	wird, und 

c) daB die Entladung "zwischen der im Inneren des GefI3es 

befindlichen zu beschichtenden Drucktrommel und einer 

dazu konzentrisch angeordneten Gegenelektrode" aufrecht-

erhalten wird. 

Die MaBnahmengruppe a) ist unbestritten aus Dokument D3 

bekannt. Die MaBnahmengruppe b) für sich ist nach Auf-

fassung der Kammer durch Dokument D3 nahegelegt, da die 

MeBergebnisse der Fig. 3 von D3 bei Substrattemperaturen 

zwischen 200 °  C und 300 °  C auf eine optimale Photoleit-

fhigkeit bei mBglichst hohem Dunkelwiderstand hinweisen. 

Zur MaBnahmengruppe c) für sich allein gelangt der Fachmann 

entsprechend der Meinung der Kammer durch eine im Bereich 

des Routinekönnens des Fachmanns liegende Aripassung der aus 

Dokurnent D39 bekannten kapazitiven Gasentladung an eine 
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zylindrische Abscheidungsoberfläche. Somit begrUnden die 

Mafnahmengruppen a), b) und c) jede fir sich allein 

genommen keine erfinderische Tätigkeit. Im folgenden wird 

Uberpriift, ob die Koxnbination der Merkrnalsgruppen a), b) 

und c) mit dem aus 1kument D36' bekannten Oberbegriff des 

Anspruchs 1 naheliegend let. 

4.3 Es blejbt somit im wesentlichen zu untersuchen, ob die 

gemeinsazne Anwendung der den Dokumenten D3 und D 38 jeweils 

entnehmbaren technischen Ihren bei der aus Dokument D36' 

bekannten Drucktrommel naheliegend 1st, d.h. ob die Mate-

rialauswahl von a-Si für die Oberflächenschicht der Druck- 

trommel eines elektrostatischen Fotokopierers und ihre 

Beschichtung mit Hilfe einer konzentrischen Gegenelektrode 

fir den Fachmann durch den Stand der Technik vorgezeichnet 

war. 

4.3.1 Ausgehend von dem auf der Tagung fUr Elektrophotographie 

1976 in Cambridge gehaltenen Vortrags (Dokumente D6a und 

Dli) mULte die Frage entschieden werden, ob die vorge-

tragenen Materiaieigenschaften den Fachmann zur Anwendung 

des a-Si in einem elektrostatischen Fotokopierverfahren 

anregen. Dokument D38 nimmt dem Fachmann die geistige 

Leistung ab, anhand bekannter Eigenschaften des a-Si seine 

Eignung ale lichtempfindliche und elektrisch aufladbare 

Oberflächenschicht auf der Drucktrommel eines elektrosta-

tischen Fotokopierers zu erkennen, indem es explizit auf 

eine soiche Verwendung hinweist, vgl. Seite 228, Zeilen 18 

und 19. tiber die Materialeignung hinaus wird der Fachmann 

durch das in diese Textstelle eingeführte Zitat aus Doku-

ment D3 in Verbindung mit einer notwendigen hinreichenden 

Reduzierung des Dunkeiwiderstands auch auf die erforder-

liche Abscheidungstechnik (Plasmazersetzung anstelle von 

Aufdampfen) gemL den Merkmalsgruppen a) und b) hinge-

wiesen. 
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4.3.2 Die Kammer vermag der Auffassung der BeschwerdefUhrerin 

nicht zu folgen, daI3 der obige Hinweis rein spekulativ zu 

werten sei; vgl. oben Pkt. Vu-b. Der in Dokument D38 

eingefUgte Hinweis auf Dokuinent D3 macht den Vorachiag in 

Dokurnent D38 technisch UberprUfbar. Der in Dokument D3 

publizierte MeBwert des Dunkeiwiderstandes von 2.5 x 10 14  

Ohm • cm bei einer Abscheidungstemperatur von 21 °  C 1á13t 

den Fachmann unter BerUcksichtigung des aus Fig. 3 ersicht-

lichen Abfalls des Dunkeiwiderstandes urn Ca. eine GrBI3en-

ordnung bei Erhöhung der Abscneidungstemperatur von 21 °  C 

auf 200 - 300 °  C immerhin noch im Bereich ausreichender 

Photo1eitfhigkeit einen Dunkeiwiderstand von 10 13  Ohm • cm 

erwarten. Ein derartiger Wert liegt eine GrBl3enordnung Uber 

der Minimalforderung und gibt damit dem Vorschlag in 

Dokument D38 eine realistische Basis. 

4.33 - Entgegen der Auffassung der oben in Pkt. Vu-c dargelegten 

Meinung der BeschwerdefUhrerin leitet der Fachmann nach 

Auffassung derKammer aus den in Fig. 3 des Dokuments D3 

angegebenen Dunke1widerst&den von 10 9  Ohm • cm bei Ab- 

scheidungstemperaturen zwischen 200 und 300 °  C keine 

mangeinde Eignung des a-Si für elektrostatisches Foto-

kopieren her, sondern führt diese niedrigen Werte ohne 

weiteres auf die verwendete Mel3rnethode zurUck. Denn einmal 

gehört es zu seinem Fachwissen, dal3 eine Koritaktelektroden-

messung gegenUber einer berUhrungslosen Messung zu kleine 

Widerstandswerte liefert; vgl. Dokurnent D40. Zurn anderen 

zwingen ihn die in D3 für die gleiche Abscheidungstempe-

ratur von 21 °  C urn einen Faktor 10 4 voneinander abweictien-

den Ergebnisse bei einer Messung. mit Sandwichelektroden und 

bei einer Messung mit parallel voneinander beabstandeten 

Kontaktelektroden, sich mit dem Einflui3 der angewandten 

Mel3methoden auf den ermittelten Me!3wert auseinander-

zusetzen. 
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4.3.5 Die in Dokument D3 veröffentlichten Me3werte des Dunkel-

widerstandes einer bei 21 °  C abgeschiedenen Si-Schicht von 
1014  Ohm • cm bei Sandwiche lektrodenme s sung und von 10 10  

Ohm cm bei einer Messung mit parallel voneinander beab-

standeten Kontaktelektroden widerlegen auch die oben in 

Pkt. VII-d dargelegte Ansicht der BeschwerdefUhrerin, daB 

ein Fachmann bei dieser Intakte1ektrodeninessung an 

Siliziuxn die höchstmöglichen Dunkelwiderstandswerte er-

warte. Ferner ist es nach Auffassung der Kaxnmer auch nicht 

erheblich, daB - anders als bei einem Se/Me-Kontakt - der 

Fachmann aufgrund der Hinweise in D37' bei einem Si/Me- 

Kontakt einen sperrenden Ubergang erwarte. Bei der Er-

klärung der StöreinflUsse einer Mel3methode wird der Fach-

mann nmlich nicht auf die Ergebnisse der theoretischen 

Physik zurUckgreifen, sondern sein experimentelles Fach-

wissen zu Rate ziehen. Die Kammer erachtet den Fachmann für 

fähig, die höheren Dunkelwiderstandswerte bei der Al-Si-Al-

.Sandwictunessung in Dokument D3 auf die die 

Siliziumoberfläche passivierende Wirkung der Al-Elektroden 

zurUckzufUhren. Denn bei der Kontaktelektrodenmessung liegt 

die a-Si-Oberfläche frei und kann durch Adsorption von 

RestgasmolekUlen oder gar Luftfeuchtigkeit verunreinigt 

werden. 1rartige, den Widerstand herabsetzende Verunreini-

gungen läBt das geschlossene Sandwich-System nicht zu. Aus 

diesem Grunde ist die Kaimner Uberzeugt, daB sich der Fach-

mann in bezug auf die Eignung des gexn13 Dokument D3 herge-

steliten a-Si für elektrostatische Fotokopierverfahren am 

Sandwich-Mel3wert des Dunkeiwiderstands von 2.5 x 

Ohm cm orientiert. Zwar sind die Dunke1widerstnde in 

Dokument D3 nit einer Feldstärke von 100 V/cm gemessen 

worden, doch sind physikalische Effekte, die bei den für 

Fotokopierer erforderlichen Feldstärken von io V/cm einen 

niedrigeren Dunkeiwiderstand ergeben wUrden, von der Be-

schwerdefUhrerin nicht geltend gemacht worden. 
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4.3.6 Es ist von der Beschwerdefilhrerifl weder nachgewiesen 

worden, dali zuzn Prioritätszeitpunkt des Streitpatents in 

der Fachwelt ein ailgemeines Vorurteil gegen die Verwendung 

von a-Si in elektrostatischen Fotokopierern herrschte, noch 

sind - wie oben in Pkt. 4.3.2 bis 4.3.5 dargelegt - aus dem 

Stand der Technik Umstnde ersichtlich, die den Fachmann 

zweifeln lassen, dali die durch das Dokument D38 in Verbin- 

• dung mit Dokument D3 gegebene Lehre - für die Oberflächen-

schicht einer Drucktromrnel eines elektrostatischen Photo-

kopierers durch Zersetzung in einem Glimmentladungsplasma 

abgeschiedenes a-Si zu verwenden - zum Erfoig fUhrt. 

4.4 Dokuxnent D39 vermittelt dem Fachmann die Lehre, dali sich 

die für einen höheren Dunkeiwiderstand gUnstigere a-Si-

Absctieidung durch Zersetzung einer Siliziuzn und Wasserstoff 

enthaltenden gasförmigen Verbindung in einem Glimment-

ladungsplasma sowohi durch induktive als auch durch kapa-

zitive Energieeinleitung realisieren 1á13t, wobei der kapa-

zitiven Energieeinleitung bei groliflächigen Substraten der 

Vorrang zu geben ist; vgl. insbesondere Seite 311, letzter 

Absatz. Die in Dokuinent D39 auf S. 312 in Absatz 1 ent-

haltenen Angaben stellen nach Auffassung der Kammer ent- 

gegen der oben in Pkt. VII-e vertretenen Meinung der 

BeschwerdefUhrerin die VorzUge der kapazitiven Entladung 

für groliflächige Abscheidungen nicht in Frage. Dem Facnmann 

ist es nämlich geläufig, dali sich bei grollen Abscheidungs-

flächen eine einheitliche, örtlich konstante Schichtdicke 

nur mit einer örtlich konstanten Dekompositionsrate reali-

sieren läBt, wie sie die homogene Energiedichte des Konden-

satorfeldes aufgrund seiner geometrischen Symmetrie mit 

sich bringt. Die in Dokument D39, Seite 312, Absatz 1 ent- 

haltenen Angaben betreffen jedoch nicht die homogene 

• 	Energiedichte des Kondensatorfeldes sondern den Zusanunen- 

hang zwischen der Gröl3e der Feldstärke und dem abge- 
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schiedenen Anteil an unvollständig zersetzten lonen der 

Siliziuinverbindung. Zwar ist in Dokurnent D39 nur die Photo-

leitfähigkeit des kapazitiv abgeschiedenen a-Si abgehan-

delt, doch iber eine räuznlich konstante Abscheidungsrate 

hinausgehende Unterschiede zwischen kapazitiver und 

induktiver Energieeinkopplung - etwa in bezug auf die 

physikaliscnen Eigenschaften der abgeschiedenen Schicht - 

erwartet der Fachrnann nicht. Er wird sich somit aufgrund 

der GrBl3e der Drucktrommel für eine kapazitive Energieein-

kopplung entscheiden. Beim tibergang von einer ebenen zu 

einer zylindrischen Abscheidungsf1che - wie sie durch die 

Drucktrommel zwangsläufig vorgegeben ist - stelit es nach 

Auffassung der Kaxnmer eine für den Factunann naheliegende 

AnpassungsmaBnahme dar, die bekannte ebene Gegenelektrode 

in eine konzentrische (zylindrische) Gegenelektrode umzu-

formen, urn den Vorteil der homogenen Energiedichte des 

Kondensatorfeldes beizubehalten. 

4.5 Der Wortlaut des Anspruchs 1 ist explizit auf die Abschei-

dung von "amorphem Siliziurn" abgestel].t und sieht somit 

nicht einen zustz1ichen Einbau von Wasserstoffatomen vor, 

wie er im Streitpatent in Spalte 3, Zeilen 5 bis 27 ange-

geben ist. Aus diesem Grunde ist die von der Beschwerde-

fiihrerin oben in Punkt Vu-f geltend gernachte u genugenae  
Menge von Wasserstoff" zur StUtzung einer durch den sach-

lichen Inhalt des Anspruches 1 bedingten erfinderiachen 

Tätigkeit gegenstandsios. 

4.6 Wenn das Naheliegen der L5sung einer ersten Teilaufgabe 

(Materialauswahl) aus zwei Uber ein Zitat verknUpften 

Druckschriften (D3, D 38) und das Naheliegen der Lösung 

einer weiteren Teilaufgabe (Schichtherstellung) aus einer 

weiteren Druckschrift (D 39) hervorgeht, kann nach Auf-

fassung der Kammer entgegen der oben in Pkt. VII-g darge-

legten Meinung der BeschwerdefUhrerin von einer groi3en 
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Anzahl mit Dokument D 36' in Verbindung zu bringender 

Druckschriften nicht die Rede sein. 

4.7 Aus den oben in Punkt 4.1 bis 4.6 dargelegten GrUnden ist 

die Kammer Uberzeugt, daB es keiner erfinderischen Leistung 

bedarf, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Nacharbeitung 

einer vom Stand der Technik vorgeschlagenen technischen 

Lehre tatschlich zum Erfoig fUhrt, und sich bei der Nach-

arbeitung zwangs1ufig ergebende Mal3nahxnen durch das 

Routinekönnen des Fachmanns erledigen lassen. 

4.8 Wenn sich ergibt, daB es einem Fachzuann möglich ist, in 

naheliegender Weise zu einer technischen Lehre zu gelangen, 

kann die gem13 Artikel 56 EPii erforderliche erfinderische 

Tätigkeit für einen Patentanspruch auf diese Lehre nach 

Auffassung der Kammer nicht mehr aus einer (möglicherweise 

unerwarteten) zustzlichen Wirkung dieser Lehre hergeleitet 

: werden, vgl. auch die Entscheidung T 21/81, AB1. EPA, 1983, 

15. Damit wird es für die imvorliegenden Fall vorzunehmen-

de Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit unerheblich, ob 

die kapazitive Energieeinkopplung gegenüber der induktiven 

Energieeinkopplung eine Erhöhung des Dunkeiwiderstandes 

bewirkt. 

4.9 Die Kammer erachtet die Darstellungsweise des sachlichen 

Inhalts des Anspruchs 1 in den nachveröffentlichten ku-

menten D41, D42 und D43 als eine rein subjektive Beurtei-

lung technischer Mal3nahmen, aus der keine konkreten Beweis- 

anzeichen fear eine erfinderische Tätigkeit herleitbar 

sind. 

5. 	Aus den vorstehend genannten GrUnden beruht das Verfahren 

nach Anspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im 

Sinne des Artikels 56 EPU. Anspruch 1 kann daner im Bin-

buck auf Artikel 52 EPU nicht Bestand haben. 
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Mit Anspruch 1 entfallen auch die von diesem abhängigen 

Anspriche 2 bis 7. 

EntBcheidungsforme 1 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbealute: Der Vorsitzende: 

F.Klein 
	 J.Roscoe 
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